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研究の概要

テラヘルツ波は周波数が

ンそして電子スピン等は、この周波数領域で特徴的な応答を示すため、テラヘルツ分光は非破壊・非接触材料評

価の強力なツールになっている。

通常のテラヘルツ分光では透過測定が用いられるが、テラヘルツ帯で不透明な材料の評価のために反射型テ

ラヘルツ・エリプソメトリー（図

各種測定からバルク及び薄膜のテラヘルツ帯複素誘電率スペクトルが得られる。半導体の場合には、自由キャ

リアの密度、移動度を導出できる。さらに磁場印加による偏光状態変化を検出することでキャリア有効質量を導

出できる。
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テラヘルツ波パルスの発生と検出は、従来の熱的光源あるいは熱検出器ではなく、フェムト秒パルスレー

ザー励起時間領域分光法を用いる。高い

テラヘルツ分光は通常は透過測定がなされているが、テラヘルツ・エリプソメトリーは反射配置なのでテラ

ヘルツ波を透過しない材料の評価や裏面に金属電極が作製されているデバイス等の検査に利用できる。
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・各種材料（薄膜、バルク、液体等）の特性評価

・製造ラインにおける製品（ウェハ、デバイス）非破壊検査
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